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EDA EXPERT

Qui sommes-nous ?

Fournisseur de solutions pour la conception et la fabrication des systemes électroniques, EDA
Expert a été créée en 2012 et est implantée a Arcueil (94). Fort de leurs expériences dans le monde de
I’électronique, une équipe d’experts met a profit leurs compétences pour vous proposer une vision
globale de la conception a la fabrication avec un regard neutre sur le marché des logiciels.

En 2022, EDA Expert a formé plus de 270 personnes formées de 85 sociétés différentes !

Nos missions

« La conception et la fabrication d’un systeme électronique nécessite aujourd ’hui du temps, des
connaissances théoriques, des compétences techniques et des outils spécifiques. Notre réle est de vous
apporter 'ensemble des éléments dont vous avez spécifiqguement besoin pour la réalisation de votre
produit et ce, en toute sérénité. »

Victor TRUONG, President de EDA Expert

Distribution

o Fournisseur exclusif en France d’un ensemble de logiciels dédiés a 1’électronique et a
I’embarqué.

Formation

o Apporter notre expertise technique

o Transmettre et approfondir les connaissances techniques sur le meétier de la conception
¢électronique et sur 1’utilisation des outils de CAO

o Certifier IPC CID/CID+

o Formations collectives, sur site ou personnalisées

Accompagnement

o Maintenance et support

. N . . . , . . MODELISATION . CONGCEPTION
o Aide a la prise en main (intégration et projets ey
ponctuels) R it
o Expertise de la prestation "‘,I . Sy
o Prestations techniques (analyse thermique, |
analyse DFM, prestation de routage...) e canon I
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SIMULATION D’UNE LIGNE DE TRANSMISSION

Import d’un fichier ODB++

Ce tutoriel utilise un projet open source «OPC» de [D’organisation Open Compute
(https://www.opencompute.org).

Téléchargez-le depuis le lien : https://kb.simberian.com/SimbeorExample.php?id=224

Ouvrez Simbeor et commencez par créer une nouvelle solution avec un nouveau projet (pour plus de
détails, voir le tutoriel sur la création d’un projet), du type « Import geometry from ODB++ files »,
comme indique la Figure ci-dessous :

Template

Name: |Blank - for Circuits created with multiport models.

DO ackup From Simbeor Project, Allegro tcf or IPC2581 xml files.
Import geometry from ODB++ files.
Import geometry from Allegro PCB file.
Import geometry from HyperLynx hyp file.
Project with basic PCB Materials and empty StackUp.
Project with 2-Layer PCB StackUp (5-G, microstrip).
Project with 3-Layer PCB StackUp (G-S-G, strip).
Project with 4-Layer PCB StackUp (S-P-G-S, microstrip).
Project with 6-Layer PCB StackUp (5-P-5-5-G-5).
Project with 8-Layer PCB StackUp (S-G-P-5-5-P-G-S).

| Import geometry from ODB++ files. The uncompressed directory is expected.

| <Précédent [ Suvant> | | Annuer

1 2022 Solution "Solution2" Trace Loa-- %! o__. (s s T ron

Figure 1 : importer un légende

Puis, dans le dossier du projet téléchargé, choisissez le fichier ODB++ « OCP_142000001229AR01-
ODB-0618.tgz » a importer dans Simbeor :

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -5-
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Import ODB++ design x
Choose ODB+ + design: Steps
C:\Data\Produit_Logiciel\Simberian\TutoriehNOPC\OCP_142000001.| Browse... Step: [PCB ¥
[] Load StackUp from Simbeor Project *.epx, Allegro *tcf or IPC2581 *xml file
Browse...

[] Extract connectivity from geometry layout

Can slow down import. Enable this option for incomplete or defective data

in ODB++ files.
Technology:  Package |v
Use “Package” technology for precise designs, when tracks width < 1 mil. In
other cases use "PCB" technology.
Inappropriately chosen technology may affect algorithms funcitonality, 1 L 1
performance and memery consumption.

Import Cancel

Figure 2 : chemin du fichier ODB++

NB : Les images d’illustration de ce tutoriel sont en lien avec les données de ce projet d’exemple,
vous pouvez adapter ce tutoriel en utilisant votre propre fichier de fabrication ODB++.

Le projet « OPC » est une carte mére comportant des signaux rapides, comme ceux de I’interface
PCle, des bus d’adresse et de données des mémoires DDR, des liens de connexion USB 3.0, des bus
d’Ethernet...etc, I’'import peut prendre quelques minutes en fonction de la performance de votre
machine. Une fois 1’opération d’import terminée, cliquez sur OK pour accepter les messages d’erreur
ou de warning, et la carte s’affiche dans I’éditeur, accompagnée du panneau SI Compliance
Analyzer, comme indique la Figure ci-dessous :

4 b X | Link/Net Browser |X

S|t Net ~
[J | & ~ SNONES

[J | JL~ 1PPS_CLK_ OUT

[ | JL~ 1V_SENSE

07 |~ vvreG

]| JL~ 10GPHY_INT

[J | L~ 10MHZ_CLK_OUT

O N~ 100MCN

[ | NL-100mCP

0O/~ 100MN
(0| -] 100M_0SC NC

| L~ 100MP

0T~

[ | <& - 12v_BRICK

[J | L~ 12V_BRICK ON_L

O/ T ~2vpsu

7| AL~ 12vPsu_oN

[ | S~ ]12V_SENSE 0

[ |-/ 12V_SENSE_1

[ | S~/ 16HZ_CLK L.

Solution Explorer - Solution_tutoriek: “C:\Data\P... | X | | i Project OPC-ERC
@ Solution_tutoriek: “C:\Data\Produit_Logiciel\Simbs
(#-f Project_OPC ... CONNCONNZTY

H1

Sl Compliance Analyzer - [ERC(1): 15/03/2023 16:19:35]

ERC  FastSl Run

|FIR|RREE| <

£
>

Clear Selection (Esc)

X| Project_OFC.Project OPC::Warning: Insulator "Air" is used for layer "BOTTOM" (no £ill insulator speca [X| Root Goal Progress T CPU CPUTime PeakMe.. WallTime
S| Project_OPC.Project_ORC::Warning: Default conductor "Copper” is used for layer "BOTTOM". I

2| v Simbeor 0% 1 1% 00017 0K 0161
Llize > |8

Figure 3 : vue d'ensemble de la carte mémoire

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -6 -
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En cliguant droit sur la carte, nous pouvons basculer sur une vue 3D des pistes et des vias :

Switch to Last Model Editing

"3\ Extract/Generate LN/3D Circuits From Selector(s)...
Add Rectanguler Selector
Add Polygonal Selector

Remove All Discontinuity Selectors and Rebuild

Zoom In
Fit All A or Dbl Click

- Switch to 30 View 3

Jump From Window to Solution Tree Branch ]
5 Properties.. Alt+Enter

Figure 4 : menu pour changer la vue de la carte

Figure 5 : vue 3D de la carte

Nous pouvons paramétrer la visualisation du PCB depuis le panneau Display control :

Display control ]x

Layers w  Visibility Objects

Layer thickness: I 400

Copper distance: I 10

Colors
Background color: | ]
Board outline:

Highlighted net:

Selected brt.: 60
Figure 6 : paramétre de visualisation du PCB

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -7 -
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Analyse et simulations

L’outil « SI Compliance Analyzer » (depuis le menu Tools) vous propose 3 types d’analyse /
simulations :

= ERC : vérification des régles électriques

= Fast Sl : simulation de I’intégrité du signal pour des signaux jusqu’a 10 Ghz

= 3D SI: simulation de I’intégrit¢é du signal avec les solvers électromagnétiques pour des
signaux jusqu’a 50 Ghz

Chague analyse / simulation est configurable, comme indique la Figure ci-dessous :
SI CA - [Project(1)-ERC(1): 22/04/2024 14:02:15] H

ERC  FastSl 3DSI

e
Il

Run

LNA

» Analysis Conditions and Settings
b Geometry Adjustments

» Proximity & Model Building Se
- Compliance Conditions & Me

I8 Report Reference Integrity Violations (7
Minimal number of stitching vias
Single-ended links: 1
Differential links: 0

@ Evaluate Impedance Continuity

Target Impedance:
Single-ended: 50.0 Ohm

Differentiak: | 100.0 Ohm

Allowed Impedance Deviation:

Figure 7 : fenétre SI Compliance Analyzer

ERC

Le ERC détecte les erreurs liées a :

- L'intégrité des références d’impédance
- Lacontinuité d'impédance
- Ladiaphonie

SI CA - [Project(1)-ERC(1): 22/04/2024 14:02:15] n

ERC  FastSI 3DSI Run

)

Discontinuity Locality: @10.508 mm

Critical Electrical Reference Distance: z I 174
Coupling Distance: @l0.127 mm

Minimal Processing Length: 2]0.254 mm

Parallel Segment Angle Variation: @|20

Waveguide Channel Clearance: @ I 1xW
Reference Metal Localization Area: @ I S5xW

Coplanar Clearance To Reference Metal: (7 I S5xW

Figure 8 : Paramétre de I'ERC

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -8 -
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N’hésitez pas a jeter un coup d’ceil aux parameétres de simulation et aux configurations.
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Depuis le panneau « Link/Net Browser », choisissez et sélectionnez les signaux du PCle tels que

PCIE_RDON, PCIE_RDOP, PCIE_TDON_S et PCIE_TDOP_S :

‘LinlrlNﬂ Browser |x‘

_SEmrh |
=

T Net
JL ~|N1620864830
J1 - NVMAI1SEL
JL~|0SC_25M
1~ 0SC_25M_CPLD
L~ 05C_156M_1
J1 -/ 0SC_156M_2
L~/ OVCURA_L
J1-|PCA9548 SCL
J1 - PCA9548_SDA |
T -|PCIE_PLL_AVDD10_MAC
PCIE_RDON
J1~ PCIE_RDOP
J1~ PCIERDIN
JL- PCIERDIP
L~ PCIE_TDON
J1-|PCIE_TDON_S
J1 - PCIE_TDOP
J1-|PCIE_TDOP_S

N _./DriE Tk

O[0|0|0|0|0|10|0|10|0| «»

Jjea0@eo0ola

Clear Selection (Esc)
Figure 9 : Sélection des pistes a mettre en évidence

Puis appuyez sur « RUN »

SI Compliance Analyzer - [ERC(1): 19/07/2022 11:32:36]
Analysis Type

ERC  FastSI 3DSI Run E

(R S

Discontinuity Locality: @[g0.0 | mil
Critical Electrical Reference Distance: 7 | R
Coupling Distance: @300 | mil
! Minimal Processing Length: @ 110.0 mil
I Parallel Segment Angle Variation: 2 }'2.0 .
s Waveguide Channel Clearance: ? I 1 x Trace Width
; Reference Metal Localization Area: @ I 5 x Trace Width
Coplanar Clearance To Reference Metal: (%) I 5 x Trace Width

Figure 10 : Exécuter I'ERC

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++
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L’analyse ERC détecte des erreurs liées a ces 2 paires différentielles. Zoomez sur les violations,
comme indique la Figure ci-dessous :

Impedance [Ohn
55

Figure 11 : Piste sélectionnée avec leurs différents défaults

Le panneau « Link/Net Browser » indique la criticité des éventuelles violations, et le double clic sur
un signal permet de naviguer vers ce signal en question :

ST Net
2 |@ Pcie_rooN
] Jaem R
O | |pciEROIN
O | @ |pcie_rore

1) PCIETDON_S

1 |PCIE TDOP S

@ PceDINS

@ rcE TIPS

Clear Selection (Esc)

Figure 12 : Vue 2D des pistes avec discontinuités

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -10 -
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Zv100.37102.7

Z2d109.7
54.9

2d109.7

Figure 13 : Vue 3D des pistes avec discontinuités

Simbeor a identifié des violations sur I’intégrité de ces signaux :
=" VIUJELL\ 1) = Nd> NULES...
1B Materials: T=20[°C],...
+- M8 StackUp: LU=[mil], NL=2, T=64.7992[mil]
B Board Analyzer, LU=[mil]
- %8 ERC/SI Violations
() ERC Report(1): 19/07/2022 15:00:15, “.\Violations\"

Ly

Figure 14 : retour de I'ERC

En doublant cliquant sur « ERC Report...), un rapport détaillé s’affiche avec des liens vers la carte :

@ [ Reference Integrity Violations From To Location, | Length, Impedance, Target

—- W Localization Breakout (0) # Severity Object Net(s) Layer I"’“t'o"‘ mm mm Ohm ""P;:'“(E

= W Insufficient Number of Stitching Vias (0) =

N Fereenee iscomtmn [ High Component Pedl_PCIEROOPCIEROOP | TOP 14536410 40552085) N I T
8 Bl Impedance Continuity Violations 2 High Compcnent Dad PCIE_RDON/PCIE_RDOP  TOP [(381.9,173.2)] [(381.9,171.7)] 145
o = 3 Low SE Trace PCIE_RDON TOP [(379.8,181.2)] [(379.9,181.1)] 0.7 1183 50
: 6 @ Viahole Impedance (0) 4 Low SE Trace PCIE_TDON_S TOP [(379.5,167.6)] [(379.7,167.8)] 0.25 59.1 50
'% Crosstalk Noise Violations 5  Llow Diff. Trace PCIE_RDOP/PCIE.RDON  TOP  [403.6,210. 3)] [(403.5,211)] 0.62 1103 100 Redu...
E % Local Coupling (0) < T ST TTotomomonot T remn s oes ottt o o T

: Violation View | 4

REEE

Figure 15 : rapport de I'ERC

Afin d’éviter les problémes SI et EMC/EMI, il serait nécessaires retourner a la conception pour
corriger les violations.

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -11-
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D’une fagon générale, Simbeor vous indique des violations selon les indicateurs suivants :

£/ Report Reference Integrity Violstions

Minimal number of stitching vias
Single-ended links: 2

Differential binks: 0

[ Evaluate impedance Continuity

Taeget impedance
Single-ended: 50.0 Ohm

Ddferentiat Ohm

Allowed Impedance Deviation:

Traces, pads and vies: 5.0 .

[[] Eveluate Crosstalk Notse

Local Coupling Threshold: 40.0 mV v

Figure 16 : différents types d’erreur sur simbeor

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -12 -
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Fast Sl

Depuis le panneau SI Compliance Analyzer (Tools -> SI Compliance Analyzer), sélectionnez « Fast
Sl », et cliquez ensuite sur « Extract »

Sl Compliance Analyzer - [FSI{1): 15/03/2023 17:18:40]
Analysis Type

ERC  FastSl Build  Extract

)

LD New -~

X

Figure 17 : Interface Fast S/

Le simulateur rappelle les paramétres de simulation, vous pouvez modifier les paramétres de
simulation et sélectionner le type de simulation :

3l Compliance Analyzer - [FSI(1): 20/07/2022 09:23:37] Geometry Extraction, Signal, Solvers Configuration ? X
alysis Ty
etk Selector Promertee: Cick o At Extracton. Scrl I
GEOMETRY EXTRACTION: Auto-Detect Layer Type: ON; Remove Unused Pads: ON; Indude All Signal Nets:
ERC B8l 39 Build [Eack OFF;Redefine Strips: OFF; Refer, as Signal: OFF; New Project: ON; Discontinuity Locality: 240 mil; Strict
Referencing: OFF; Multi-Via Extraction: ON; Multi-Via Model: Approximate; Use Local TLine Ports: OFF;
New ~ x y n
SIGNAL CONFIGURATOR: Code: NRZ; Bit Rate: 10 Gbps; Rise Time: 50 ps; Use Recommended Max Frg: ON;
Auto Configure TD Stimulus: ON; Auto Configure ICN Analyzer: ON;
Analysis Conditions and Settings
Geometry Adjustments FREQUENCY SWEEP: Type: Adaptive; Start: 0.01 GHz; Stop: 20 GHz; Count: 5000; Tolerance=0.1
Proximity & Model Building Sett
) S " = SOLVER CONFIGURATOR: Compute TD Response for LN: OFF; Build RCM for LN: OFF;
Discontinuity Locality: (00 M GRID: Cels Per Strip Width For 30: 4; Cell Per Strip Width For Planar: 8; )
Critical Electrical Reference Distance: 5 SOLVERS: 3D Discontinuities: “Simbeor 3DML"; T-Lines: "SimbeorSF5"; Planar Discontinuities: “Simbeor 30ML";
coupling Distance: 300 M NORCM (can be later enabled in Linear Network Simuiation Options)
Minimal Processing Length: 2(10.0 m
Parallel Segment Angle Variation: 2|20 % NO TD RESPONSE (either check "Plot Time Domain Response™ on Plotting Options page, or enable in Linear
- Network Simulation Options after extraction)
Waveguide Channel Clearance: ) I
Reference Metal Localization Area: Z I
Coplanar Clearance To Reference Metal: 7 I

X| ::Creating empty MSXML::DOMDocument..
= ::Saving selected Object to "MSXML::D{ < Précédent | Suivant > Annuler
5| ::Textual Presentation of selected Obi

Figure 18 : fenétre s'affichant aprés le extract

Simulation and Plotting Options ? X

Accuracy and Acceleration adjustments for 3D EM Models of Discontinuities
Fast SI Analysis - No 3D EM Models...

[MIRun Simulation
Plot S-Parameters

[M1Plot Insertion Loss (IL) and Return Loss (RL) Add, remove elements and modify S-parameters Graphs
after they are created with menues on Graph node or
window.

Simulate and Plot Time Domain (TD) Response

" ™ isnot d. Select Step for
TD Response: | None v TDR and TDT, Pulse Response for Single Bit/Symbol
Response (SBR/SSR), or Bit Stream for Eye Diagram,

New project with Linear Network "PCIE_RDO-PCIE_TD0_S" and circuits for EM analysis will be created.

Figure 19 : Parameétre de simulation du Fast S|

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -13 -
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Simulation temporelle avec un Pulse

Dans notre exemple, nous effectuons une simulation dans le domaine temporel ayant pour stimuli un
signal impulsionnel :

Simulation and Plc ? X
Accuracy and Acceleration adjustments for 30 EM Models of Discontinuities
Fast SI Analysis - No 3D EM Models...
[~ Run Simulation
/ Plot S-Parameters
Plot Insertion Loss (IL) and Return Loss (RL) Add, remove elements and modify S-parameters Graphs
after they are created with menues on Graph node or
window.
Simulate and Plot Time Domain (TD) Response
bR _ [ Auto-Define
eponse: [BeE b Response Duration:  12.5 [ns]
[Plot SMW Response Time Step/Resolution: 2.5 [ps)

Click Here to Edit COMMON STIMULUS

New project with Linear Network "PCIE_RDO-PCIE_TDO_S" and dircuits for EM analysis will be created.

Figure 20 : simulation avec entrée impulsionnelle

Les panneaux Log et Job vous indiquent les messages d’erreur et le runtime :

A |X| Root Goal Progress T CPU CPUTime PeakMe.. WallTime

1 9% 00154 0K 1:17:03
0K 0:00:16

0: Maximal element RMS error
RMS Errors for matrix e
Maximal element RMS er

M Bescrd i matis €lisitei e
>Building time-domain response matrix...
may not provide suffi
8 threads.

FSI(1).PCIE_RDO-PCIE_TDO_S.Simulation(l)::
Simbeor 0%

B Fsi(1).PCIE_RDO-P... & 100% | Done 0 0%  0:00:02

. CIE, TD. )_S.Simulation(l)
FSI(1).PCIE_RDO-PCIE_TDO_S.Simulation(l)

PCIE | RDJ~?"IE TDO_S.Simulation(l) .Results:
RDO-PCIE_TDO 5 Simulation(l).Results::Info: Rational compact model

>Building TD response with RCM
ults \Data\ r!od\u' Lt.qxc -l\Sl.lrbe')an\Tuto'lel OPC\Solutios utoriel\ Re:ult: FSI(1
FSx(lY PCIE_RDO-PCIE_TDO_S.Simulation(l)" has been saved with 0 c:lr“’(s) 0 warning(s),

v

itroller

::Results "

Figure 21 : information sur I'exécution de la tache

NB : Le temps de simulation peut étre plus ou moins long en fonction de la performance de la
machine et la complexité de la conception.

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -14 -
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On peut observer les différents résultats dans la fenétre « Solution explorer ». Les résultats obtenus
pour cette simulation sont les suivants :

v IS}, [dB]
/
04 T 104
031+ 20
02 1
_3'],,

01+ | { | ‘

| -0t

L\.

0 os 1 15 2 25 50 | ] ] | | ‘

15 Mar 2023.17:27:08. Simberian Inc. 1] 1 2 3 4 g [

Figure 22 : Pulse . .
Figure 23 : Parametre S

Vous pouvez également voir ces graphs directement depuis le modéle 3D

Figure 24 : visualisation de la simulation depuis le modéle 3D

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -15-
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Diagramme de I’ ceil

Revenez sur le panneau « SI Compliance Analyzer » , avec « Fast Sl » sélectionné, cliquez sur New,
puis Extract et TD Response = BitStream :

Simulation and Plotting Options ? X

Accuracy and Acceleration adjustments for 3D EM Models of Discontinuities
Fast SI Analysis - No 3D EM Models...

[MRun Simulation

Plot S-Parameters

[A1Plot Insertion Loss (IL) and Return Loss (RL) Add, remove elements and modify S-parameters Graphs
after they are created with menues on Graph node or
window,

Simulate and Plot Time Domain (TD) Response

R . [ Auto-Define
esponse: [EGveam = Response Duration: 2000 [ns]

[IPlot Eye Diagra/ Time Step/Resolution:  6.25 [ps]

Click Here to Edit COMMON STIMULUS

New project with Linear Network "PCIE_RDO-PCIE_TD0_S" and dircuits for EM analysis will be created.

Figure 25 : simulation SI pour une réponse temporelle BitStream

Nous obtenons les résultats suivants, avec notamment 1’affichage du panneau « Eye Analyzer » qui
vous donne des instructions et des conseils a suivre pour obtenir une meilleure simulation :

Solition Explorer = Solution tutonel CA\Data\ProduiILogicieNill X | | - RL (2] FsI(1):PCIE_RDO-PCIE_TDOS - IL |{Z3 FSI(1):PCIE_RDO-PCIE_TDO_S Pulse |23 FSI2):PCIE RDO-PCIE_TDOS - RL |} FSI(2

415 FSI(1):PCIE_RDD-PCIE_TDO_S - RL A FS1(2) PCIE_ROD-PCIE_TDO_S. Simulatior(1):
@153 FSI(1):PCIE_RDO-PCIE_TDOS - IL V.M
@ {8 FSI(1):PCIE_RDD-PCIE_TDO_S Pulse 05+
w1-BF FSI2):PCIE_RDO-PCIE_TDO_S - RL
+1-3 FSI2):PCIE_RDO-PCIE_TDOS - IL 0375 4
=@ FSI2):PCIE_RDD-PCIE_TDO_S Eye Diagram
-1 FSI(2).PCIE_RDO-PCIE_TDO_S.Simulation(1) p
iy DataSource (0) 0% 1
& [¥] MatrixElements v
< > 0125 +
@ Main [§8 Circuits | 1l Simulations [ @) Results
Eye Analyzer X °T
A
== . 0125 +
/ 23 Show Eye Metrics: Selected || [ Auto-ope
025 +
Eye Analyzer
Eye Analyzer can be used to compute eye diagram 0375 7
parameters such as Width, Height, Opening Factor, Jitter
and more.. + + + + + + + + + + 4+
Here is How to Use It 0 01 02 03 04 05 06 o7 08 0s 1 11

¥ 18 Mar 2023 17:37-17 Simhetian Ine

Figure 26 : diagramme de I'ceil
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En revenant au panneau « SI Compliance Analyzer » et en sélectionnant 3D SI, vous pouvez suivre les
mémes instructions décrites pour « Fast Sl », et constater ’apparition des options supplémentaires de
simulation, comme par exemple « Plot S-Parameters » :

SI Compliance Analyzer - [3DSI(4): 13/03/2023 17:34:57]

ERC  FastSI 3DSI Build  Extract —

New (3) = x

Analysis Conditions and Settings
Geometry Adjustments
Proximity & Model Building Settings

Compliance Conditions
10 Configuration [
No Linear Network created.

Figure 27 : interface 3DS/

Simulation and Plotting Options ? X

Accuracy and Acceleration adjustments for 30 EM Models of Discontinuities

/ 1 0 (NO ADJUSTMENTS)
%)

Use Interpolative Sweep for Discontinuities (reduces number of frequency points and allows TDR)

[M1Run Simulation
Plot S-Parameters

[M1Plot Insertion Loss (IL) and Return Loss (RL) Add, remove elements and modify S-parameters Graphs
after they are created with menues on Graph node or
window,

Simulate and Plot Time Domain (TD) Response

= ) [ Auto-Define
Response: | BitStream i 1 Response Duration: 2000 [ns]
[IPlot Eye Diagram Time Step/Resolution:  6.25 [ps]

ick Here to Edit COMM

[ Plot S-parameters of Discontinuities (to evaluate impact and observe progress)

4;:0;:“ with Linear Network "PCIE_RDO-PCIE_TDO_S" and circuiits for EM analysis will be created.

Figure 28 : paramétre du 3DSI

Simulation en post-layout avec un fichier ODB++ -17 -
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Les résultats de simulation par rapport aux paramétres S sont :
A3DSI(TIMPT{1) 30ML: B:30SI(1)MPT(2) 30ML; C:3051(1)MPT(3) 30ML: D:3DSI{1 | MPT (4] 3DML: E:3DSI(TLMPT(E).30ML: F:30S1{1) MPT(5) 3DML G 3DSI{1| MPT(7) 30ML: H: 30SI[1) MPT{S) 30ML:
DBMagnitude(S). [dB]
125 ﬁ_—__'a__ﬂk—#_a—
— | —" [ e
At T
254 M B——— o
// ‘»____4_____*___———*—: L ri,k_g)/kij)_. 1
L — e =
y_’,,_d-i
1I é é 4 5 6 7 8 9 ‘I‘ﬂ II‘I 1‘2 |I3 1‘4 1‘5 1‘5 1‘7 1‘3 1‘9 2‘0
15 Mar 2023, 17:53:18, Simberian Inc. Frequency, [GHz]
AS[11]: AS[1.2]; AS[1.3]; AS[14]; B:S[1.1]; BS[1.2]; Cs[); Cs[1.2); os[11);
Ds[12): DS[13]; DiS[1.4]: ES[1]. ES(12). FS[i): Fs[12); Gs[i]: Gs[12):

2 HSMI———=o Hs[12:

Figure 29 : simulation des parametres S

Depuis le panneau Solution Explorer », double cliquez sur MPT(1) pour afficher le « 3D Geometry
View » :

g TL(124)

g TL(125)

g TL(126)

g TL(127)

gy TL(128)

{8 3DSI(1) ... [1]

@B Materials: T=20[°C],... [1]

-4 StackUp: LU=[mill, NL=6, T=61.62[mil] [1]
- flg PCIE_RDO-PCIE_TDO_S

ﬁ LinearNetworkData: LU=[mm], Truncation=0.1[m
# Simulation(1)

-8 CircuitData: LU=[mm)], Truncation=0.1[mm] [1]
1 30ML[1]

B Geometry3DView

Figure 30 : emplacement du modele 3D dans I'arborescence Figure 31 : modéle 3D
du projet
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